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はじめに：パワー半導体の新しい冷却手法の一つとして，山口らはデバイスを流れる電流によるペル

チェ効果を利用してデバイス自身を冷却する手法を提案し，このデバイスを自己冷却型デバイスと名

付けた[1]。この新デバイスには高い熱伝導率を有する熱電材料が適している。SiCは高いゼーベック係
数をもつ反面熱伝導率も高いため，従来は熱伝導率の改善を目的とした多孔質材料についての開発研

究がなされてきた。しかしSiCが有する高い熱伝導率は自己冷却型デバイスには好ましい性質といえ
る。そこで今回は単結晶と緻密で高純度の焼結体の熱電特性の測定結果を報告する。 

結 果：単結晶、焼結体ともに抵抗率の低い試料はゼーベック係数が低くなる傾向がみられた。焼結

体では、α 型のゼーベック係数α は～350µV/Kと高いが抵抗率ρ が 10-1 Ωm以上と非常に高いためパワ
ーファクターはかなり小さい。β 型はα ～120µV/K，ρ ～10-4 Ωmで比較的大きいパワーファクターが
得られた。α 型単結晶(4H)のうちρ ～10-4 Ωmの試料でα=370µV/Kであり、パワーファクターはβ 型焼
結体よりも大きい。熱伝導率は焼結体で 190～240W/Kmだった。 
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